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(54)实用新型名称

一种Micro LED彩色显示阵列结构

(57)摘要

本实用新型涉及LED灯技术领域，尤其是指

一种Micro LED彩色显示阵列结构，包括透明衬

底、红色亚像素、绿色亚像素、蓝色亚像素、阴极

结构、阳极结构和驱动电路基板，所述红色亚像

素、所述绿色亚像素、所述蓝色亚像素均带有电

极寻址模块，与传统的Micro LED相比，本实用新

型在每个亚像素上均设置有电极寻址模块，驱动

电路基板可根据指令精准的控制每个亚像素，实

现彩色发光，本实用新型的红色亚像素、绿色亚

像素、蓝色亚像素依次呈阵列式排布于透明衬底

上部，发光效果良好，并且有效的减少了LED灯的

体积，还有在生产的过程中，容易运转，有效的减

少了不良品的产生。
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1.一种Micro  LED彩色显示阵列结构，其特征在于：包括透明衬底、红色亚像素、绿色亚

像素、蓝色亚像素、阴极结构、阳极结构和驱动电路基板，所述红色亚像素、所述绿色亚像

素、所述蓝色亚像素均带有电极寻址模块，所述电极寻址模块与所述驱动电路板电连接，所

述红色亚像素的一端、所述绿色亚像素的一端、所述蓝色亚像素的一端分别与所述阴极结

构连接，所述红色亚像素的另一端、所述绿色亚像素的另一端、所述蓝色亚像素的另一端分

别与所述阳极结构连接，所述红色亚像素、所述绿色亚像素、所述蓝色亚像素依次呈阵列式

排布于所述透明衬底上部，所述驱动电路基板的两端分别与所述阴极结构、所述阳极结构

连接。

2.根据权利要求1所述的一种Micro  LED彩色显示阵列结构，其特征在于：所述红色亚

像素包括第一键合层、第一N型半导体、第一量子阱和第一P型半导体，所述第一键合层、所

述第一N型半导体、所述第一量子阱、所述第一P型半导体在所述透明衬底上依次连接，所述

红色亚像素的一端设置有第一阳极、另一端设置有第一阴极，所述第一阳极与所述阳极结

构连接，所述第一阴极与所述阴极结构连接。

3.根据权利要求2所述的一种Micro  LED彩色显示阵列结构，其特征在于：所述红色亚

像素的第一阳极电压大小范围为1.5V-2.3V，所述红色亚像素的第一阴极接地。

4.根据权利要求2所述的一种Micro  LED彩色显示阵列结构，其特征在于：所述第一量

子阱的制成材料采用AlGaInP，其中Al与Ga的，摩尔组分比例小于1.06:1。

5.根据权利要求2所述的一种Micro  LED彩色显示阵列结构，其特征在于：所述红色亚

像素还包括第一DBR层和第一钝化层，所述第一DBR层和所述第一钝化层依次设置于所述第

一P型半导体底部，其中第一DBR层适用的材料采用AlGaA或GaAs，所述第一钝化层的适用的

材料为SiO2。

6.根据权利要求1所述的一种Micro  LED彩色显示阵列结构，其特征在于：所述蓝色亚

像素、所述绿色亚像素包括第二键合层、第二N型半导体、第二量子阱、第二P型半导体，所述

第二N型半导体、所述第二量子阱和所述第二P型半导体在所述透明衬底上依次连接，所述

蓝色亚像素的一端、所述绿色亚像素的一端均设置有第二阳极，所述蓝色亚像素的另一端、

所述绿色亚像素的另一端设置有第二阴极，所述第二阳极与所述阳极结构连接，所述第二

阴极与所述阴极结构连接。

7.根据权利要求6所述的一种Micro  LED彩色显示阵列结构，其特征在于：所述第二量

子阱的材料采用氮化铟镓，其中，氮化铟镓中的铟原子的摩尔比大于等于0.3。

8.根据权利要求5所述的一种Micro  LED彩色显示阵列结构，其特征在于：所述绿色亚

像素和所述蓝色亚像素的还包括第二钝化层，所述第二钝化层的材料为SiO2。

9.根据权利要求5所述的一种Micro  LED彩色显示阵列结构，其特征在于：所述蓝色亚

像素的第二阳极的、所述绿色亚像素的第三阳极的电压大小范围均为3.0V-3.5V，所述蓝色

亚像素的第二阴极的、所述绿色亚像素的第三阴极的接地。

10.根据权利要求1所述的一种Micro  LED彩色显示阵列结构，其特征在于：所述透明衬

底的材质使用蓝宝石材质制成。
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一种Micro  LED彩色显示阵列结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及LED灯技术领域，尤其是指一种Micro  LED彩色显示阵列结构。

背景技术

[0002] 随着可穿戴设备的快速发展，出现了微发出二极管技术(Micro  LED)，微发出二极

管技术是将LED微缩化和矩阵化，指的是在一个芯片上集成的高密度微小尺寸的LED阵列，

但是目前的Micro  LED  一般为单色的，还有部分的彩色Micro  LED，但是这些彩色的Micro 

LED的阵列设置复杂，需要将不同颜色的Micro  LED批量、多次的转运至电路基板上，转运的

技术难点大，很难实现精准的控制，导致产生的次品较多，无法批量生产。

实用新型内容

[0003] 本实用新型针对现有技术的问题提供一种方便控制的Micro  LED  彩色显示阵列

结构。

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型采用如下技术方案：本实用新型提供的一种

Micro  LED彩色显示阵列结构，包括透明衬底、红色亚像素、绿色亚像素、蓝色亚像素、阴极

结构、阳极结构和驱动电路基板，所述红色亚像素、所述绿色亚像素、所述蓝色亚像素均带

有电极寻址模块，所述电极寻址模块与所述驱动电路板电连接，所述红色亚像素的一端、所

述绿色亚像素的一端、所述蓝色亚像素的一端分别与所述阴极结构连接，所述红色亚像素

的另一端、所述绿色亚像素的另一端、所述蓝色亚像素的另一端分别与所述阳极结构连接，

所述红色亚像素、所述绿色亚像素、所述蓝色亚像素依次呈阵列式排布于所述透明衬底上

部，所述驱动电路基板的两端分别与所述阴极结构、所述阳极结构连接。

[0005] 作为优选，所述红色亚像素包括第一键合层、第一N型半导体、第一量子阱和第一P

型半导体，所述第一键合层、所述第一N型半导体、所述第一量子阱、所述第一P型半导体在

所述透明衬底上依次连接，所述红色亚像素的一端设置有第一阳极、另一端设置有第一阴

极，所述第一阳极与所述阳极结构连接，所述第一阴极与所述阴极结构连接。

[0006] 作为优选，所述红色亚像素的第一阳极电压大小范围为1.5V-2.3V，所述红色亚像

素的第一阴极接地。

[0007] 作为优选，所述第一量子阱的制成材料采用AlGaInP，其中Al与Ga 的，摩尔组分比

例小于1.06:1。

[0008] 作为优选，所述红色亚像素还包括第一DBR层和第一钝化层，所述第一DBR层和所

述第一钝化层依次设置于所述第一P型半导体底部，其中第一DBR层适用的材料采用AlGaA

或GaAs，所述第一钝化层的适用的材料为SiO2。

[0009] 作为优选，所述蓝色亚像素、所述绿色亚像素包括第二键合层、第二  N型半导体、

第二量子阱、第二P型半导体，所述第二N型半导体、所述第二量子阱和所述第二P型半导体

在所述透明衬底上依次连接，所述蓝色亚像素的一端、所述绿色亚像素的一端均设置有第

二阳极，所述蓝色亚像素的另一端、所述绿色亚像素的另一端设置有第二阴极，所述第二阳

说　明　书 1/4 页

3

CN 207977315 U

3



极与所述阳极结构连接，所述第二阴极与所述阴极结构连接。

[0010] 作为优选，所述第二量子阱的材料采用氮化铟镓，其中，氮化铟镓中的铟原子的摩

尔比大于等于0.3。

[0011] 作为优选，所述绿色亚像素和所述蓝色亚像素的还包括第二钝化层，所述第二钝

化层的材料为SiO2。

[0012] 作为优选，所述蓝色亚像素的第二阳极的、所述绿色亚像素的第三阳极的电压大

小范围均为3.0V-3 .5V，所述蓝色亚像素的第二阴极的、所述绿色亚像素的第三阴极的接

地。

[0013] 作为优选，所述透明衬底的材质使用蓝宝石材质制成。

[0014] 本实用新型的有益效果：

[0015] 本实用新型提供的一种Micro  LED彩色显示阵列结构，包括透明衬底、红色亚像

素、绿色亚像素、蓝色亚像素、阴极结构、阳极结构和驱动电路基板，所述红色亚像素、所述

绿色亚像素、所述蓝色亚像素均带有电极寻址模块，与传统的Micro  LED相比，本实用新型

在每个亚像素上均设置有电极寻址模块，驱动电路基板可根据指令精准的控制每个亚像

素，实现彩色发光，本实用新型的红色亚像素、绿色亚像素、蓝色亚像素依次呈阵列式排布

于透明衬底上部，发光效果良好，并且有效的减少了LED灯的体积，还有在生产的过程中，容

易运转，有效的减少了不良品的产生。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型的结构图。

[0017] 图2为本实用新型的所述红色亚像素的结构剖面图。

[0018] 图3为本实用新型的所述绿色亚像素/蓝色亚像素的结构剖面图。

[0019] 附图标记分别为：

[0020] 透明衬底--1，红色亚像素--2，绿色亚像素--3，蓝色亚像素--4，阴极结构--5、阳

极结构--6，第一键合层--8，第一N型半导体--9，第一量子阱--10，第一P型半导体--11，第

一阴极--12，第一阳极--13，第一  DBR层--14，第一钝化层--15，第二N型半导体-16，第二P

型半导体--17，第二量子阱--18，反射层--19，第二阳极--20，第二阴极--21，第二钝化层--

22。

具体实施方式

[0021] 为了便于本领域技术人员的理解，下面结合实施例与附图对本实用新型作进一步

的说明，实施方式提及的内容并非对本实用新型的限定。以下结合附图对本实用新型进行

详细的描述。

[0022] 如图1所示，本实用新型提供的一种Micro  LED彩色显示阵列结构，包括透明衬底

1、红色亚像素2、绿色亚像素3、蓝色亚像素4、阴极结构5、阳极结构6和驱动电路基板，所述

红色亚像素2、所述绿色亚像素3、所述蓝色亚像素4均带有电极寻址模块，电极寻址模块与

驱动电路基板电连接；所述红色亚像素2的一端、所述绿色亚像素3的一端、所述蓝色亚像素

4的一端分别与所述阴极结构5连接，所述红色亚像素2的另一端、所述绿色亚像素3的另一

端、所述蓝色亚像素4的另一端分别与所述阳极结构6连接，所述红色亚像素2、所述绿色亚
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像素3、所述蓝色亚像素4依次呈阵列式排布于所述透明衬底1上部，所述驱动电路基板的两

端分别与所述阴极结构5、所述阳极结构6连接，与传统的Micro  LED相比，本实用新型在每

个亚像素上均设置有电极寻址模块，驱动电路基板可根据指令精准的控制每个亚像素，实

现彩色发光，本实用新型的红色亚像素2、绿色亚像素  3、蓝色亚像素4依次呈阵列式排布于

透明衬底1上部，发光效果良好，并且有效的减少了LED灯的体积，还有在生产的过程中，容

易运转，有效的减少了不良品的产生。

[0023] 如图1、2所示，本实施例中，所述红色亚像素2包括第一键合层8、第一N型半导体9、

第一量子阱10和第一P型半导体11，所述第一键合层8、所述第一N型半导体9、所述第一量子

阱10、所述第一P型半导体11在所述透明衬底1上依次连接，所述红色亚像素  2的一端设置

有第一阴极12、另一端设置有第一阳极13，所述第一阳极13与所述阳极结构6连接，所述第

一阴极12与所述阴极结构5  连接，为保证红色亚像素2发光的正常，所述红色亚像素2的第

一阴极12电压大小范围为1.5V-2.3V，所述红色亚像素2的第一阳极13  接地。

[0024] 本实施例中，所述第一量子阱10的制成材料采用AlGaInP，其中Al与Ga的摩尔组分

比例小于1.06:1。

[0025] 本实施例中，所述红色亚像素2还包括第一DBR层14和第一钝化层15，所述第一DBR

层14和所述第一钝化层15依次设置于所述第一P型半导体11底部，其中第一DBR层14为

AlGaAs或GaAs，所述第一钝化层15的采用的材料为SiO2，第一DBR层14和第一钝化层15可有

效的保证红色亚像素2发光的色彩饱和度。

[0026] 如图1、3，本实施例中，所述蓝色亚像素4和所述绿色亚像素3  均包括第二N型半导

体16、第二量子阱18、第二P型半导体17，所述第二N型半导体16、所述第二P型半导体17、所

述第二量子阱18  和所述第二P型半导体19在所述透明衬底1上依次连成，所述蓝色亚像素4

的一端、所述绿色亚像素3的一端均设置有第二阳极20，所述蓝色亚像素4的另一端、所述绿

色亚像素3的另一端均设置有第二阴极21，所述第二阳极20与所述阳极结构6连接，所述第

二阴极  21与所述阴极结构5连接。

[0027] 本实施例中，所述第二量子阱18层的材料采用氮化铟镓，其中，氮化铟镓中的铟原

子的摩尔比大于等于0.3。

[0028] 本实施例中，所述所述绿色亚像素3和所述蓝色亚像素4还包括第二钝化层22，所

述第二钝化层22的材料采用SiO2，第二钝化层22  可有效的保证绿色亚像素3和蓝色亚像素

4发光的色彩饱和度。

[0029] 需要说明的是，驱动电路基板可分别控制红色亚像素2、绿色亚像素3、蓝色亚像素

4的发光顺序和发光程度来达到Micro  LED的发光色彩，进而实现整个Micro  LED彩色显示

阵列的发彩色的效果。

[0030] 本实施例中，为保证蓝色亚像素4的发光和所述绿色亚像素3的发光的正常，所述

蓝色亚像素4的第二阳极20和所述绿色亚像素3  的第三阳极的电压大小范围均为3.0V-

3.5V，所述蓝色亚像素4的第二阴极21和所述绿色亚像素3的第三阴极的接地。

[0031] 本实施例中，所述透明衬底1的材质使用蓝宝石材质制成，这种材料的透光率可以

达到85％以上，在透明衬底1上首先形成蓝色与绿色的外延结构形成上述的外延结构时，通

常采用金属有机物化学气相沉积的方式，或者也可以采用其他制作方式，本实用新型实施

例中对此制作方式不作限定。
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[0032] 需要说明的是，蓝色亚像素4、绿色亚像素3虽然都从蓝宝石衬底上直接通过MOCVD

生成，但是由于发光波长不同，在外延生长蓝色亚像素4的时候需要对绿色像素部分进行遮

挡，在外延生长绿色亚像素3的时候需要对蓝色亚像素4进行遮挡。

[0033] 以上所述，仅是本实用新型较佳实施例而已，并非对本实用新型作任何形式上的

限制，虽然本实用新型以较佳实施例公开如上，然而并非用以限定本实用新型，任何熟悉本

专业的技术人员，在不脱离本实用新型技术方案范围内，当利用上述揭示的技术内容作出

些许变更或修饰为等同变化的等效实施例，但凡是未脱离本实用新型技术方案内容，依据

本实用新型技术是指对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰，均属于本实用

新型技术方案的范围内。
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专利名称(译) 一种Micro LED彩色显示阵列结构

公开(公告)号 CN207977315U 公开(公告)日 2018-10-16

申请号 CN201820029447.5 申请日 2018-01-05
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外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本实用新型涉及LED灯技术领域，尤其是指一种Micro LED彩色显示阵列
结构，包括透明衬底、红色亚像素、绿色亚像素、蓝色亚像素、阴极结
构、阳极结构和驱动电路基板，所述红色亚像素、所述绿色亚像素、所
述蓝色亚像素均带有电极寻址模块，与传统的Micro LED相比，本实用新
型在每个亚像素上均设置有电极寻址模块，驱动电路基板可根据指令精
准的控制每个亚像素，实现彩色发光，本实用新型的红色亚像素、绿色
亚像素、蓝色亚像素依次呈阵列式排布于透明衬底上部，发光效果良
好，并且有效的减少了LED灯的体积，还有在生产的过程中，容易运
转，有效的减少了不良品的产生。
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